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Bc. Lukas Stfizfk se ve sve diplomove praci "Chalkogenidova skla systemu Ge-Sb-Te" 

zabyval pi'ipravou tenkYch vrstev 0 slozeni Ge2Sb2+xTes (x=O; 0.3; 4.2) metodou RF magnetronoveho 

naprasovani. Cilem teto prace bylo posoudit vliv zvolenych depozicnfch podmfnek na strukturnf, 

kompozicnf, opticke a transportnf vlastnosti pi'ipravenych vrstev. 

Zakladnim motivem pro studium techto systemu je studium moznosti vyuziti techto materialu 

pro ryrobu tzv. netekarych (nonvolatile) pametf pracujfcich na principu f<izove zmeny pouziteho 

materialu. (PhaseChangeMemories). Tradicne vyuzivane pameti Ge2Sb2Tes slouzicf jako uz delSf 

dobu jako zaznamove medium v OVO-RW discich popi'. NYM (Non-volotile memmories) pametech 

v polovodicovem prumyslu degradujf behem pouzivanf a v soucasne dobe se hledaji cesty jak jejich 

zivotnost prodlouzit. V teto praci byla studovana mOZnost prfpravy vrstev obsahujicich vyssf 

koncentraci Sb jako struktumiho modifikatoru. Slozenf Ge2Sb6.2Tes bylo zvoleno z duvodu, ze prave 

toto slozeni majf degradovane vrstvy ryse zminenych tradicnich pameti. 

V pi'ehledne a logicky vystavene teoreticke casti autor nejprve uvadf zakladnf liten'lrnf 

poznatky rykajicf se chalkogenidorych skel, jejich chemickeho slozenf, struktury a jejich nekterych 

optickych a elektrickYch vlastnosti. V teoreticke casti se pak zaby-va nejbezneji pouzfvanymi 

technologiemi pri pi'fprave tenkYch vrstev amorfnfch chalkogenidu. Z hlediska cilove aplikace (PCM 

pameti) Bc. Lukas Strizik dale popisuje nejpouzfvanejsi pouzivane zpusoby praktickeho provadenf 

fazorych transformaci u techto materialu, tj. zpusobu zapisu resp. cteni informace u PCM materialu 

(opticky a elektrickY). Oobi'e zpracovana experimentalnf cast popisuje metodu pripravy tenkych vrstev 

vyse zminenych materialu a jeji podminky, metody strukturni a kompozicni charakterizace 

pi'ipravenych vrstev a nakonec take experimentalni metodiku pouzitou pro studium optickych (opticka 

propustnost UV-VIS-NIR a VASE-elipsometrie) a elektrickych vlastnostf (plosny odpor podle van der 

Pauwa). 

Magnetronorym RF naprasovanim pi'ipravil Bc. Lukas Stfizik sady tenkYch vrstev ze Hi 

targetu ryse uvedenych slozeni, na ti'ech ruznych podlozkach, pi'i tfech ruznych depozicnfch uhlech a 

za stejnych depozicnich podmfnek (PAr, PRF, vzdalenost targetu). Vsechny pi'ipravene vrstvy byly jak 

rentgenograficky, tak i morfologicky (SEM) amorfni. U nekterych vzorku byl na SEM-snimcich 

vzorku pouzirych pro teplotni zavislost plosneho elektrickeho odporu pozorovan vznik krystalicke 

faze . Siozeni pi'ipravenych vrstev byly zjisteny energiove-disperznf analyzatorem (EOX) v SEM 

mikroskopu. Jeji pouzitf v pi'fpade vrstev tencfch nd 100 nm neni pi'flis spolehlive. Autor si tuto 

skutecnost uvedomuje a se spravnou davkou vedecke skepse je vyuziva k diskuzi dalsfch rysledku. 

Stejne tak jako u diskuze optickych parametru zjistenych VASE elipsometrii. Cennym poznatkem 

v teto praci pak jsou namerene teplotnf zavislosti plosneho odporu, a to i pres to, ze dfky detekcnim 



schopnostem pouzirych pi'istroju je nebylo v nekterych pi'ipadech mozne ureit ve srovnatelnych 

teplotnfch intervalech. 

Diplomova prace je vypracovana peelive a prehledne a krome nekolika pfeklepu mam k nf vlastne jen 

par pripominek: 

1. 	 V zadani diplomove prace je uvedeno, ze rnely byt pfipraveny objemove vzorky studovanych 

skel. Nenasel jsem v praci zadnou zmfnku 0 jejich priprave popf. jejich dalSim pouzitf. Tyto 

objemova skla mely pravdepodobne byt pouzity pro pffpravu targetu pro magnetronove 

napraSovani a ukazalo se, ze jsou komercne dostupne, tak bylo rozhodnuto je "pfipravit" timto 

zpusobem. Pokud tomu bylo takto, tak k tomuto pffstupu nemam dalsfch pfipomfnek. 

2. 	 Krome formalne nespravneho zapisu vrstevnate struktury Sb2Te3 na str. 44 (dolnf index je 

v chemii vyhrazen pro poety atomu), vets ina vedecke komunity stale povazuje vazby Tel-Tel 

za spfse van der Waalsovskeho typu (jako ostatne u vrstevnarych sloueenin studovaneho 

systemu Ge-Sb-Te) na rozdfl od [54]. Antistrukturnf poruchy v tomto materialu SbTe nejsou 

kladne nybd zaporne nabite. 

3. 	 Rentgenova difrakenf analyza byva merenena v rozmezi uhlu 28 a ne pouze 8 (str. 55 a obr. 

4.2) 

Poslednf dye pfipominky jsou, ale jen opravdu formalni a nijak nesnifuji hodnotu diplomove price, 

kten! je dokladem toho, ze autor vykonal znacny objem experimentalni prace a prokazal 

schopnost zhodnotit ziskane vysledky. 

Praci hodnotim znamkou: Vyborne 
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